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(57) Abstract: The invention relates to a power electronics assembly (100) and to a method for manufacturing a semifinished product for
a power electronics assembly (100). In order to specify an improved power electronics assembly (100), it is proposed that the assembly
(100) has a substrate (20) with a metallization (30), which uses interspaces (40) to form first and second structures (35, 36) separated
from one another, and has a thickness (D30) of at least 300 pm, a power semiconductor (50) being mounted on the first structures (35).
At least portions of an electrical insulator (42) having a thermal conductivity of at least 50 W/mK are arranged relative to the interspaces
(40) in such a way that the structures (35, 36) adjoining the respective interspaces (40) are thermally connected by the insulator (42).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine leistungselektronische Baugruppe (100) und ein Verfahren zum Herstellen eines
Halbzeugs fiir eine leistungselektronischen Baugruppe (100). Um eine verbesserte leistungselektronische Baugruppe (100) anzugeben
wird vorgeschlagen, dass die Baugruppe (100), ein Substrat (20) mit einer Metallisierung (30), die durch Zwischenrdume (40) vonein-
ander getrennte erste und zweite Strukturen (35, 36) ausbildet und eine Dicke (D30) von zumindest 300 um aufweist, wobei auf die
ersten Strukturen (35) ein Leistungshalbleiter (50) aufgebracht ist. Beziiglich der Zwischenrdume (40) ist zumindest abschnittsweise ein
elektrischer Isolator (42) mit einer Warmeleitfdhigkeit von zumindest 50 W/mK so angeordnet, dass die an den jeweiligen Zwischen-
raum (40) angrenzenden Strukturen (35, 36) durch den Isolator (42) thermisch verbunden sind.
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Beschreibung

Leistungselektronische Baugruppe

Die Erfindung betrifft eine leistungselektronische Baugruppe.
Die Erfindung betrifft weiterhin Verfahren zum Herstellen ei-

nes Halbzeugs fiir die leistungselektronischen Baugruppe.

FEine derartige leistungselektronische Baugruppe kommt bei-
spielsweise in Leistungsmodulen flir Umrichter zum Einsatz.
Anwendungen konnen hierbei im Bereich der elektrischen An-
triebstechnik, der Spannungswandlung oder der Energietechnik

liegen.

Bei heutigen Schaltungstragern fir leistungselektronische
Baugruppen befinden sich die schaltenden Bauelemente (IGBTs,
MOSFETS, ..) auf metallischen Leiterbahnen, welche einerseits
die Aufgabe haben, den Strom zu leiten, aber auch die Abwarme
des Halbleiters aufzuspreizen und zu einem Kihler zu leiten.
Je dicker die Kupferlagen, desto effizienter findet dabei die
laterale Warmeverteilung statt. Schaltungen weisen im Betrieb
meist hohe Temperaturunterschiede auf, d.h. heile Regionen
bzw. Strukturen nahe dem Halbleiterchip und kilhlere Regionen
bzw. Strukturen, welche vom Chip meist weiter entfernt sind
bzw. thermisch getrennt sind (z.B. Gatekontakte, Emittersen-
se, Shuntkontakte, ..). Diese Temperaturunterschiede fiihren
dazu, dass heute Bodenplatten zur Temperaturverteilung einge-
setzt werden oder auch der Kiihler selbst aufwendiger gestal-

tet werden muss.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte

leistungselektronische Baugruppe anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch eine leistungselektronische Baugrup-
pe mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen geldst. Die
leistungselektronische Baugruppe umfasst dabei ein Substrat
mit einer Metallisierung. Die Metallisierung ist strukturiert

ausgeflihrt. Die Metallisierung weist zur Strukturierung Zwi-
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schenraume auf, durch die sich voneinander getrennte erste
und zweite Strukturen ausbilden. Die Metallisierung weist da-
bei eine Dicke von zumindest 300 um auf. In weiteren bevor-
zugten Ausfihrungsformen weist die Metallisierung eine Dicke
von zumindest 0,5 bzw. 1 mm, 2mm, 3mm oder 4mm auf. Die ers-
ten metallischen Strukturen weisen dabei einen Leistungshalb-
leiter auf. Der Leistungshalbleiter ist in aller Regel auf
die ersten Strukturen gefiigt, z.B. geldtet oder gesintert.
Die ersten Strukturen sind somit mit einem warmeerzeugenden
Bauteil versehen und weisen eine hdhere Warmebelastung auf
als die zweiten Strukturen, die vorzugswelise keinen Leis-
tungshalbleiter aufweisen. Als Leistungshalbleiter kommen im
vorliegenden Fall schaltende und nichtschaltende Rauelemente
wie beispielsweise IGBTs, MOSFETs, Dioden oder andere Halb-

leiterschalter mit groBem Bandabstand infrage.

Weiterhin ist erfindungsgemall bezliglich der Zwischenraume zu-
mindest abschnittsweise ein elektrischer Isclator so angeord-
net, dass die jeweils an den Zwischenraum angrenzenden Struk-
turen durch den Isolator thermisch verbunden sind. Der Isola-
tor weist dabei eine Warmeleitfahigkeit von zumindest 50 W/mK
auf. Insbesondere weist der Isolator eine Warmeleitfdhigkeit
von zumindest 100 W/mK, 200 W/mK oder 500 W/mK auf. Derartig
hohe Warmeleitfahigkeiten sorgen dafiir, dass trotz ver-
gleichsweise geringer Fladchen eine hohe Warmeabfuhr aus den
ersten Strukturen ermdglicht wird. Das Ergebnis ist eine
gleichmé&Bigere Verteilung der Warme iiber die gesamte leis-
tungselektronische Baugruppe. Als Werkstoffe kdonnen hier war-
meleitende Diamantwerkstoffe und bestimmte Keramiken (Si3N4

und AlN) verwendet werden.

Fin solches Substrat mit einer Metallisierung kann beispiels-
welse als ein Dickkupfersubstrat ausgebildet sein. Unter ei-
nem Dickkupfersubstrat (auch organisches DBC) ist ein Schal-
tungstrédger zu verstehen, der ein Metall (Cu, Al, ..) mit ei-
ner Dicke von > 300 pm aufweist (iiblicherweise 1 - 4 mm) und
dessen Isolationsmaterial insbesondere aus einem Kunststoff

oder Kunststoffverbundmaterial besteht. Ein Beispiel ist das
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organic direct copper bond (ODBC). Durch den Kunststoff kon-
nen deutlich hdhere thermo-mechanische Kréafte (z. B. durch
einen CTE Mismatch) ausgeglichen werden und dementsprechend
hohe Metallschichtdicken umgesetzt werden. Im Vergleich zu
keramischen Substraten (DBC, AMB), wo die groBen Metallisie-
rungs—- bzw. Kupferdicken zu einem schnelleren Versagen fiihren
konnen (z. B. Muschelbruch der Keramik), hat sich Kunststoff

als Substratmaterial bewahrt.

Die Warmeleitfahigkeit bezieht sich dabei, wenn nicht anders
angegeben, auf die Wiarmeleitfiahigkeit des Isolators bei 20°C

Umgebungstemperatur.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist die Metallisierung
hochstens 7 mm, insbesondere hochstens 4 mm dick. Weiterhin
welsen die Zwischenrdume eine Breite von zumindest 0,1 mm auf
und hoéchstens 8 mm auf. Vorzugsweise weisen die Zwischenriaume

eine Breite von 0,3 und 5 mm auf.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist der Isolator 50% der
Hohe der Aussparungen auf. Die HOhe der Aussparungen ent-
spricht der Hbhe der Metallisierung. In weiteren Ausfiihrungs-
formen kann der Isolator 80% -100% der Hbhe der Aussparung
ausfillen. Es ist ebenso mdglich, dass der Isolator aus der
Aussparung etwas heraussteht. Betrachtet man die Aussparungen
in der Ebene der Metallisierung, so kann der Isolator hier um
einen mdéglichst guten Warmelbergang zu ermdglichen vorzugs-
weise 50% der zwischen den beiden thermisch zu verbindenden

Strukturen liegenden Aussparung abdecken.

In einer besonders bevorzugten Ausfihrungsform weisen die
zweliten Strukturen keine Leistungshalbleiter auf. Derartige
zwelite Strukturen sind oftmals zur Kontaktierung der Leis-
tungsanschliisse ausgebildet und sind elektrisch zum Beispiel
lber Bond-Drahte mit den Oberseiten der verwendeten Leis-
tungshalbleiter kontaktiert. Aus thermischer Sicht sind die
zweliten Strukturen gering belastet und weisen daher ein er-

hebliches Entwarmungspotenzial auf. Somit ist es vorteilhaft
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méglich, die zweiten Strukturen in die Entwarmung der gesam-

ten leistungselektronischen Baugruppe mit einzubeziehen.

In einer welteren besonders bevorzugten Ausfilhrungsform ist
zumindest eine der ersten Strukturen mit zumindest einer der
zweliten Strukturen durch den Isolator thermisch verbunden.
Mit anderen Worten sind diejenigen Strukturen miteinander
verbunden, die thermisch gesehen eine unterschiedliche Belas-
tung aufweisen. Das heiRlt, die eher heiBen bzw. warmen ersten
Strukturen, die die Leistungshalbleiter aufweisen, werden mit
den zweiten Strukturen verbunden, die wiederum keinen Leis-
tungshalbleiter aufweisen. So ist die Temperaturverteilung
auf der leistungselektronischen Raugruppe gleichmadRiger und
die Warmeabfuhr kann so verbessert werden und die vorhandene

Fldche von Kiuhlkdrpern besser genutzt werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist die leistungselektro-
nische Baugruppe einen Shunt auf, der mit einer der ersten
Strukturen und einer der zweiten Strukturen elektrisch kon-
taktiert ist, die durch einen der Isolatoren thermisch mitei-
nander verbunden sind. Dies hat den groBlen Vorteil, dass der
Shunt, der an seinen beiden elektrischen Kontaktstellen ide-
alerweise ein adhnliches Temperaturniveau aufweist, nun durch
die thermische Kopplung iiber den Isolator eine besonders
gleichmédBige Temperaturverteilung an seinen elektrischen Kon-
taktstellen aufweist. Dies ermdglicht eine erheblich genauere
Strommessung durch den Shunt. Des Weiteren kann auf die Kom-
pensation von Temperatureffekten bei der Strommessung ver-

zichtet werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist der Isolator Diamant
auf. Diamanten sind als kiinstlich erzeugte Industriediamanten
in industriellem MaBstab erhdltlich und k&nnen inzwischen
auch zu groReren Schichten hergestellt werden (CVD, PVD, ..).
Diamant weist ein enorm hohes Warmeleitungsvermdgen von bis
zu 2.000 W/mK bei sehr guten elektrischen Isolationseigen-
schaften auf und ist dementsprechend im vorliegenden Fall als

Isolator sehr gut geeignet. Es konnen hierbei beispielsweise
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metallisierte Diamantplattchen zum Einsatz kommen. Es ist
ebenso denkbar, z.B. flir weniger anspruchsvolle Anforderungen
einen diamantpulvergefiillten Isolator oder auch keramische
Isolatoren(z.B. Si3N4, AIN, ..) bereitzustellen.

In einer weiteren Ausfiihrungsform besteht der Isolator aus
Diamant. Insbesondere fir Anwendungen mit einem hohen Leis-
tungsprofil und einer hohen Leistungsdichte ist ein aus Dia-
mant bestehender Isolator, der eine gleichmadBige Warmevertei-

lung Uber die elektrische Baugruppe ermdglicht, vorteilhaft.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist der Isolator derart im
Zwischenraum und/oder im Substrat angeordnet, dass der Isola-
tor jeweils unmittelbar mit den thermisch verbundenen Struk-
turen in Kontakt steht. Es ist denkbar, dass dies nur einsei-
tig mit einer der Strukturen oder beidseitig mit beiden
Strukturen ausgefithrt ist. Ein unmittelbarer Kontakt hat den

Vorteil, dass kein weiteres Material eingebracht werden muss.

In einer weiteren Ausfiihrungsform wird der Isolator iUber ein
thermisch leitendes Polymer und/oder Harz mit den angrenzen-
den Strukturen thermisch verbunden. Derartige Polymere
und/oder Harze konnen beispielsweise als Polyimid oder ge-
fiillte Epoxidmaterialien ausgebildet sein. Als Filillpartikel
bieten sich hier beispielsweise keramische Partikel wie Alu-
miniumnitride, Bornitride, Si3N4 und/oder Al1203 an. Die An-
bindung vom Isolator an die Strukturen kann als elektrisch
nicht-isolierend (d.h. zumindest teilweise elektrisch lei-
tend) ausgefithrt sein, da die Isolation bereits durch den
Isolator bereitgestellt wird. Metallische und auf Graphit ba-
sierende Fillstoffe sind also ebenfalls denkbar. Die Anbin-
dung des Isolators iber eine sehr dinne Schicht thermisch
leitenden Polymers und/oder Harzes hat den groRen Vorteil,
dass gerade, wenn die thermische Belastung auf die BRaugruppe
eine wechselnde ist, der thermische Kontakt zwischen dem Iso-
lator und den jeweils angrenzenden Strukturen den durch CTE
Unterschiede entstehende Spannungen besser widersteht. Gerade

im Hinblick auf die thermische Verformung der Baugruppe ist
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dies vorteilhaft. Der Isolator kann weiterhin Uber eine me-
tallische Verbindung (z. B. eine Lotschicht oder eine Sinter-

schicht) mit den angrenzenden Strukturen verbunden sein.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist der Isolator an sei-
nen Enden eine voneinander elektrisch isolierte Metallisie-
rung auf, z. B. zwel voneinander getrennte, metallisierte
Fldchen. Weiterhin ist der Isolator bezliglich der Strukturen
oberseitig mit seiner Metallisierung an die Strukturen ge-

figt. Hier kommen insbesondere Loten oder Sintern in Frage.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist die leistungselektroni-
sche Baugruppe als eine Halbbriicke ausgebildet. Die Halbbri-
cke weist dabei zumindest zwei als Halbleiterschalter ausge-
bildete Leistungshalbleiter auf. Die Leistungshalbleiter sind
dabei jeweils auf einer ersten Struktur angeordnet, wobei die
ersten Strukturen, auf denen die Leistungshalbleiterschalter
angeordnet sind, jewells mit einer zweiten Struktur thermisch
ber einen Isolator verbunden sind. So ist beispielsweise ei-
ner der Halbleiterschalter die High-Side und einer der Halb-
leiterschalter die Low-Side der Halbbriicke. Beide (High- und
Low-Side) werden dabei thermisch mit den weniger beanspruch-
ten zweliten Strukturen verbunden, was dazu fihrt, dass die
entstehende Abwarme gleichmédBiger iUber die gesamte Baugruppe
verteilt wird. Die gleichmédRigere Verteilung der Warme iber
die Baugruppe kann dabei dazu fithren, dass das Modul bzw. die
Baugruppe eine hdhere Leistung bereitstellen kann oder bei
gleichbleibender Leistung kleinere Halbleiterschalter zum
Finsatz kommen koénnen. Die Halbbriicke ist dabei selbstver-
standlich erweiterbar auf eine Vollbriicke oder eine dreipha-

sige Konfiguration.

Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zum Herstellen
eines Halbzeugs fiir die erfindungsgemdle Baugruppe geldst.
Dazu werden Halbzeuge flr das Substrat, die Strukturen und
die Isolatoren bereitgestellt. Bei derartigen Halbzeugen kann
sich beispielsweise um Kupferfolien und Kunststoff-Prepregs

handeln. Die Isolatoren konnen dabei beispielsweise als Dia-
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mantplattchen vorliegen. Die Halbzeuge werden dann beispiels-
welse Ubereinandergestapelt und die Isolatoren bereits an den
Stellen angeordnet, die Zwischenrdume bilden. Die Halbzeuge
kobnnen im nadchsten Schritt verpresst werden, sodass sich die
Halbzeuge miteinander verbinden und sodass sich ein thermi-
scher Kontakt zwischen den sich dann ausbildenden Strukturen

und den Isolatoren ausbildet.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren
dargestellten Ausfihrungsbeispiele naher beschrieben und er-

lautert. Es zeigen Jjeweils schematisch:

FIG 1 eine Ausfiihrungsform einer leistungselektronischen
Baugruppe,
FIG 2 einen Schnitt durch die leistungselektronische Bau-

gruppe aus FIG 1,

FIG 3 eine Alternative zum Querschnitt aus FIG 2

FIG 4 eine Moglichkeit zur Herstellung des Substrats und

FIG 5 eine weitere Mdglichkeit zur Herstellung des Sub-
strats.

Figur 1 zeigt eine leistungselektronische Baugruppe 100 mit
einem Substrat 20, auf dem eine Metallisierung 30 aufgebracht
ist. Die Metallisierung 30 weist dabei erste Strukturen 35
und zweite Strukturen 36 auf. Die leistungselektronische Bau-
gruppe 100 ist im vorliegenden Fall als eine leistungselekt-
ronische Schaltung in Form einer Halbbricke mit IGRBTs, Dioden
und einem Shunt ausgebildet. Zu diesem Zweck weisen die ers-
ten Strukturen 35 Leistungshalbleiter 50 auf. Diese Leis-
tungshalbleiter 50 erzeugen Abwarme, die von den ersten
Strukturen 35 weggeleitet werden muss. Um die Flache zur War-
meableitung zu vergrdbern, wird vorliegend zu den zweiten
Strukturen 36 eine thermische Verbindung vorgesehen, die
durch einen elektrischen Isolator 42 mit einer hohen Warme-
leitfahigkeit ausgestaltet ist. Die gut warmeleitfdhigen Iso-
latoren 42 sind dabei so in Zwischenraumen 40 zwischen den
ersten und den zweiten Strukturen 35, 36 angeordnet, dass ein

thermischer Kontakt zwischen den warmen ersten Strukturen 35
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und den kilthleren zweiten Strukturen 36 entsteht. Auf die ge-
samte leistungselektronische Baugruppe 100 gesehen, erfolgt
eine erheblich verbesserte Warmespreizung, was die Abfuhr der
Warme erheblich vereinfacht. Die Leistungshalbleiter sind
vorliegend mit Bonddrahten 52 kontaktiert, konnen aber ebenso

mit anderen Kontaktierungsmitteln verbunden sein.

Im vorliegenden Beispiel weist die leistungselektronische
Baugruppe einen Shunt 60 auf. Der Shunt 60 ist in diesem Fall
so angeordnet, dass er zur Strommessung eine erste Struktur
35 mit einer der zweiten Strukturen 36 verbindet. Da zur
Strommessung eine moglichst gleichmaRige Temperaturverteilung
zwischen den beiden Kontakten des Shunts 60 notwendig ist,
ist es besonders vorteilhaft, wenn der Shunt 60 auf ersten
Strukturen 35 und zweiten Strukturen 36 so angeordnet ist,
dass diese Jjewells mit einem gut warmeleitenden Isolator 42
verbunden sind. Dadurch wird die Temperaturdifferenz zwischen
den warmen ersten Strukturen 35 und den zweiten Strukturen 36

deutlich verringert.

Figur 2 zeigt einen Schnitt durch die in der Figur 1 gezeig-
ten leistungselektronischen Baugruppe 100. Die BRezugszeichen
wurden dabei analog zur Figur 1 vergeben. Die Substratisola-
tion 20 weist eine Dicke D20 von ca. 20pm-1000um auf. Die Me-
tallisierung 30 weist eine Dicke D30 von ca. 300 pm bis 4 mm
auf. Die Zwischenrdume 40 weisen eine Breite B40 wvon ca.
200um bis 5 mm auf. Die erfindungsgemalien Isolatoren 42 sind
dabei so in den Zwischenraumen 40 angeordnet, dass die in der
Mitte angeordnete erste Struktur 35, die wiederum zweli Leis-
tungshalbleiter 50 aufweist, thermisch iUber die Isolatoren 42
mit den am Rand angeordneten zweiten Strukturen 36 verbunden
ist. Dies fihrt zu einer erheblich gleichmaBigeren Warmever-

teilung in der leistungselektronischen Baugruppe.

Figur 3 zeigt den Querschnitt, wie er in Figur 2 gezeigt ist,
wobeil die Isolatoren 42 nicht in den Zwischenrdumen 40 ange-
ordnet sind, sondern diese brilickenartig {iberspannen. Diese

Anordnung kann beispielsweise mit metallisierten Isolatoren
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42 (die Metallisierung befindet sich hier an den jeweiligen
beiden Enden), die auf die Metallisierung 30 aufgeldtet wird,
vorgesehen werden. Auch so entsteht eine erheblich verbesser-

te thermische Spreizung.

Figur 4 zeigt schematisch eine Mdglichkeit, einen Isolator 42
bei der Herstellung gestapelt anzuordnen. Der Isolator 42 ist
dabei von einem Isolationsmaterial 44, beispielsweise einem
Polyimid oder einem gefiillten Epoxidmaterial, umgeben und be-
rihrt nicht unmittelbar die ersten Strukturen 35, 36 der Me-
tallisierung 30. Beim Verpressen des Stapels, wie gezeigt,
bildet sich ein sehr guter Warmekontakt zwischen den Struktu-
ren 35, 36 und dem Isolator 42. Das Isolationsmaterial 44 ist
dabei ausreichend diinn, um den sehr guten Warmeilbergang zwi-

schen den Strukturen 35, 36 nicht zu gefahrden.

Figur 5 zeigt eine Alternative zu der in Figur 4 gezeigten
Stapelstruktur. Die Strukturen 35, 36 sind hier unmittelbar
mit dem Isolator 42 in Kontakt. Beim Verpressen ergibt sich
auch hier ein guter thermischer Kontakt zwischen den Struktu-
ren 35, 36 und dem Isolator 42.

Zusammenfassend betrifft die Erfindung eine leistungselektro-
nische Baugruppe 100 und ein Verfahren zum Herstellen eines
Halbzeugs fiir eine leistungselektronischen Baugruppe 100. Um
eine verbesserte leistungselektronische Baugruppe 100 anzuge-
ben wird vorgeschlagen, dass die Baugruppe 100, einer Sub-
stratisolation 20 mit einer Metallisierung 30, die durch Zwi-
schenraume 40 voneinander getrennte erste und zweite Struktu-
ren 35, 36 ausbildet und eine Dicke D30 von zumindest 300 um
aufweist, wobei auf die ersten Strukturen 35 ein Leistungs-
halbleiter 50 aufgebracht ist. Bezliglich der Zwischenrd&ume 40
ist zumindest abschnittsweise ein elektrischer Isolator 42
mit einer Warmeleitfahigkeit von zumindest 50 W/mK so ange-
ordnet, dass die an den jeweiligen Zwischenraum 40 angrenzen-
den Strukturen 35, 36 durch den Isolator 42 thermisch verbun-

den sind.
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Bezugszeichen

100 Leistungselektronische Baugruppe

20 Substratisolation

D20 Dicke der Substratisolation

30 Metallisierung

D30 Dicke der Metallisierung

35 erste Strukturen der Metallisierung
36 zwelte Strukturen der Metallisierung
40 Zwischenraume

B40 Breite der Zwischenraume

42 Isolator

44 Isolationsmaterial

50 Leistungshalbleiter

52 Bonddraht

60 Shunt
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Patentanspriiche
1. Leistungselektronische Baugruppe (100), umfassend ein

Substrat (20) mit einer Metallisierung (30), die durch Zwi-
schenraume (40) voneinander getrennte erste und zweite Struk-
turen (35, 36) ausbildet und eine Dicke (D30) wvon zumindest
300 um, insbesondere von zumindest 1 mm oder 2 mm, aufweist,
wobeil auf die ersten Strukturen (35) ein Leistungshalbleiter
(50) aufgebracht ist,

wobeil beziiglich der Zwischenrdume (40) zumindest abschnitts-
weise ein elektrischer Isolator (42) mit einer Warmeleitfa-
higkeit von zumindest 50 W/mK so angeordnet ist, dass die an
den jeweiligen Zwischenraum (40) angrenzenden Strukturen (35,

36) durch den Isolator (42) thermisch verbunden sind.

2. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach Anspruch 1,
wobeil die Metallisierung (30) eine Dicke (D30) von hoéchstens

7 mm, insbesondere von hdochstens 4 mm, aufweist.

3. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach Anspruch 1
oder 2, wobeil die Zwischenrdume (40) eine Breite (B40) zwi-
schen 0,1 mm und 8 mm, insbesondere zwischen 0,3 mm und 5 mm

aufweisen.

4, Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, wobei die zweiten Strukturen (36)

keinen Leistungshalbleiter (50) aufweisen.

5. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobeil zumindest eine der ersten
Strukturen (35) und eine der zweiten Strukturen (36) durch

einen der Isolatoren (42) thermisch verbunden sind.
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6. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, aufweisend einen Shunt (60), der
mit einer der ersten Strukturen (35) und einer der zweiten
Strukturen (36) elektrisch kontaktiert ist, die durch einen

der Isolatoren (42) thermisch verbunden sind.

7. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, wobei der Isolator (42) Diamant

aufweist.

8. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, wobeil der Isclator (42) aus Diamant
besteht.

9. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobeil der Isolator (42) derart im Zwischenraum (40) und/oder
im Substrat (20) angeordnet ist, dass der Isolator (40) Jje-
weils unmittelbar mit den thermisch verbundenen Strukturen
(35, 36) in Kontakt steht.

10. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobel der Isolator (42) jewells lber ein thermisch leitendes
Polymer und/oder Harz und/oder eine metallische Verbindung
mit den angrenzenden Strukturen (35, 36) thermisch verbunde-

nen ist.

11. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der Isolator (42) an seinen
Enden eine voneinander elektrisch isolierte Metallisierung
aufweist und wobei der Isolator (42) oberseitig mit der Me-

tallisierung an die Strukturen (35,36) gefigt ist.
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12. Leistungselektronische Baugruppe (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, die als eine Halbbriicke ausgebildet
ist, aufweisend zumindest zwei als Halbleiterschalter ausge-
bildete Leistungshalbleiter (50), die jeweils auf einer ers-
ten Struktur (35) angeordnet sind, wobei jede der ersten
Strukturen (35) der Halbbriicke mit jeweils einer zweiten
Struktur (36) thermisch Uber Jje einen Isolator (42) verbunden

sind.

13. Verfahren zum Herstellen eines Halbzeugs flir eine leis-
tungselektronische Baugruppe (100) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen von Halbzeugen flir das Substrat (20), die
Strukturen (35,36) und die Isolatoren (42),

- Verpressen der Halbzeuge, sodass diese sich miteinander
verbinden und sich ein thermischer Kontakt zwischen Struktu-
ren (35,36) und den Isolatoren (42) ausbildet.
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